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１．概要（Summary） 

電界効果トランジスタのバイオセンサへの機能化のため

に、二酸化ケイ素表面の親水化処理及び自己組織化単分

子膜による修飾を試みる。また、作製したセンサを用いたス

トレスバイオマーカー及び食物アレルゲンの定量検出のた

めに半導体特性の測定を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・プラズマリアクター（ヤマト科学製/PR500） 

・高性能半導体デバイス・アナライザ 

 

【実験方法】 

プラズマ処理装置を用いた実験では、1 cm × 1 cmに切

断した SiO2基板、または電界効果トランジスタ（FET）に対

して O2プラズマ処理を行い、表面にシラノール基を導入し

た（200 W, 1 min）。 

高性能半導体デバイス・アナライザを用いた実験では、作

製した半導体センサを用いて、電荷を有する対象分子の

吸着に由来する半導体特性の変化を測定することにより、

対象分子の濃度を定量的に測定することを試みた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した半導体デバイスを高性能半導体デバイス・アナ

ライザを接続し、電位を走査（Vg：-3.0～0.5 V）することで

半導体特性（Vg-Id 特性）を得た。その結果、対象分子を含

有する溶液を滴下する前後にてVg-Id特性の変化が確認さ

れた（Fig. 1）。 

 

Fig. 1 Changes in semiconductor characteristics 

(Vg-Id characteristics). 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム

（OPERA）「人と知能機械との協奏メカニズム解明と協奏

価値に基づく新しい社会システムを構築するための基盤技

術の創出」 
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